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8.1 外部光電効果の利用 

 

8.2 光電管 

 
8.3 光電子増倍管 

【構造と増倍原理】 

 

【電圧印加法】 

8.4 光電子増倍管の応用 

・光電子増倍管の基本特性 

 

・光近接場顕微鏡の構成 

 

・光近接場と変位の同時測定 

 

（１）桜井，霜田：応用エレクトロニクス，裳華房，pp.191-195． 

光電子デバイス 

光電管と光電子増倍管（8） 

浮田 宏生 
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